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Dispositivos PN

Dispositivos unipolares
Dispositivos fotonicos
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VI.  PROGRAMA ANALITICO:

Cap. 1 Sdlidos Cristalinos

1.1  Solidos

1.1.1 Clasificacion

1.1.2 Tipos de sélidos cristalinos

1.2  Redes cristalinas

1.2.1 De Bravais

1.2.2 Con base

1.2.3 Indices de Miller

1.3  Imperfecciones y defectos

1.3.1 Imperfecciones de mosaico y de grano
1.3.2 Defectos de Frenkel y Schotttky
1.3.3 Dislocaciones de borde y de tornillo
1.3.4 Impurezas

Cap. 2 Vibraciones Reticulares

2.1 Modelo Ondulatorio de las vibraciones reticgar
2.1.1 Modos normales, acustico, optico

2.1.2 Distribucion en frecuencia de modos normales



2.1.3 Energia de unh modo normal, energia térymiedor especifico de un cristal
2.1.4 Expansion térmica

2.1.5 Conductividad térmica

2.2  Modelo corpuscular de las vibraciones retiegar
2.2.1 Fonones

2.2.2 Funcion de distribucion de fonones

2.2.3 Densidad de estados para fonones

2.2.4 Concentracion de fonones

2.2.5.1 Para bajas temperaturas

2.2.5.2 Para altas temperaturas

2.3.5 Energia promedio de fonones

2.3.5.1 Para bajas temperaturas

2.3.5.2 Para altas temperaturas

2.3.6 Momentum promedio de fonones

2.3.6.1 Para bajas temperaturas

2.3.6.2 Para altas temperaturas

Cap. 3 Teoria de Bandas

3.1  Electrones colectivos en un cristal

3.2  Modelo en un electron

3.2.1 Aproximacion de enlace firme

3.2.2 Aproximacion de electron libre

3.2.3 Aproximacion de electron casi libre

3.3  Modelo de Kronig-Penney

3.4  Zonas de Brillouin

3.4.1 Zonas definidas

3.4.2 Zonas reducidas

3.5 Masa efectiva

3.5.1 Masa efectiva de electrones

3.5.2 Tensor

3.5.3 Superficies de energia constante
3.5.4 Densidad de corriente

3.5.5 Huecos

3.5.6 Densidad de estados de masa efectiva
3.5.7 Huecos ligeros y pesados

3.6  Bandas de aisladores, semiconductores y candact

Cap. 4 Semiconductores Intrinsecos

4.1 Bandas de: Ge, Si, GaAs

4.2  Superficies de energia constante

4.3  Masas efectivas equivalentes para densidastaidos

4.4 Banda prohibida y variacion con la temperatura

4.5 Densidad de estados en las bandas de valeteiaonduccion
4.6  Funcion de duistribucion en los semiconductores

4.7  Concentracion de portadores bajo equilibrimiey

4.8  Nivel de Fermi intrinseco

4.9  Cuasinivel de Fermi

Cap. 5 Semiconductores Extrinsecos

5.1 Semiconductores extrinsecos tipo ny tipo p

5.2  Modelo clasico de las impurificaciones

5.2.1 Energia de ionizacion de las impurificacgone

5.2.2 Densidad de estados cuanticos al nivel gdanfifcacion
5.2.3 Funciones de distribucidn para el nivelndeurificacion
5.2.4 Concentracion de portadores al nivel desfipacion
5.2.5 Aproximacion de Boltzmann para el nivelmeurificacion
5.3 Criterio de ionizacion completa

5.4  Neutralidad eléctrica

5.5 Nivel de Fermi para ionizacion completa

5.6  Concentracion de portadores para ionizaciorptzim
5.6.1 Semiconductor fuertemente extrinseco



5.7  Nivel de fermi para ionizacion incompleta

Cap. 6 Transporte de Portadores

6.1  Arrastre de portadoras

6.1.1 Modelo de conduccion

6.1.2 Movilidad

6.1.3 Conductividad

6.1.4 Efecto Hall

6.2  Difusion de portadores

6.2.1 Proceso de difusion

6.2.2 Relacion de Einstein

6.3  Ecuaciones de densidad de corriente
6.4  Inyeccidn de portadores

6.5 Procesos de Generacion y Recombinacion
6.6  Ecuaciones de continuidad

6.7  Ecuaciones de transporte

6.8  Aplicaciones

6.8.1 Fotogeneracion estacionaria

6.8.2 Decaimiento de portadores fotoexcitados
6.8.3 Inyeccion estacionaria en un extremo
6.8.4 Portadores minoritarios en la superficieedR@inacion superficial
6.8.5 Experimento de Haynes-Schockly

6.9  Efectos de campo

Cap. 7 .Teoria de la Unién P-N. Rectificador P-N

7.1  Region de carga espacial

7.2  Barrera de energia

7.3  Potencial de juntura

7.4  Niveles de Fermiy Cuasi-Fermi

7.5 Modelos matematicos de unién P-N: absytiperabruptos, graduado linealmente
7.6  Distribuciones de Craga, Campo, Potencial yoéme
7.7  Capacitancia de juntura

7.8  Rectificador P-N

7.8.1 Caracteristica corriente-voltaje

7.8.2 Dependencia de la temperatura

7.8.3 Control de carga

7.8.4 Capacitancia de difusion

7.8.5 Comportamiento transiente

7.8.6 Ruptura, efecto tunel, multiplicacion delaneha
7.8.7 Rectificador finito

7.8.8 Efecto de superficie y contacto 6hmico

7.8.9 Inyeccion de alto nivel

Cap. 8 Dispositivos P-N

8.1  Regulador de voltaje

8.2  Varistor

8.3  Varactor

8.4  Diodo de rapida recuperacion

8.5  Diodo de almacenamiento de carga
8.6 Diodo PIN

8.7 Heterojunturas

8.8 Transistor bipolar

8.9 Tiristores

Cap. 9 Dispositivos Unipolares

9.1 Contactos Metal-Semiconductor

9.2 Bandas, Efecto Schottckley, transporte, atlerbarrera, estructura del dispositivo, contacto
ohmico

9.3  Dispositivos JFET y MOSFET

9.4  Diodos MIS



95 CCD
96 MOSFET

Cap. 10 Dispositivos Fotonicos
10.1 LED'syLASER's

10.2 Fotodetectores

10.3 Celdas fotosolares



